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2556 — TECNOLOGIA DE MICROELECTRONICA

Datos identificativos de la asignatura

Asignatura

Tecnologia Microelectronica

http://www.teisa.unican.es/teisa/classes/docencia/lomer/728/

Cédigo 2556
Departamento Tecnologia Electrénica, Ingenieria de Sistemas y
Automatica (TEISA)
http://www.teisa.unican.es
Area Tecnologia Electrénica
Tipo optativa
Curso/Cuatrimestre 2/1

Créditos BOE/Horas
ECTS

4.5/112,5 Horas de Trabajo Alumno

Idioma de imparticién

ESPANOL

Profesor Responsable

Mauro Lomer
lomer@teisa.unican.es

matias.lomer@unican.es

Otros Profesores

Conocimientos previos

Componentes Electrénicos y Fotonicos

Objetivos y competencias a adquirir en la asignatura

Objetivos generales

Competencias

Entender los fundamentos de los materiales
utilizados en la tecnologia microelectrénica y las
técnicas de fabricacion de componentes.
Desarrollo de las diferentes tecnologias y
procesos tecnolégicos.

Criterios de eleccion de materiales y
tecnologias, asi como el estudio de la fiabilidad
de los mismos. Evaluacion de la fiabilidad de
fabricacion de circuitos integrados.

Elegir materiales semiconductores.

Disefiar resistencias en capa gruesa.

Célculos de parametros de depésitos de capas
delgadas.

Calcular los dopados del silicio por difusién e
implantacion iénica.

Describir estructuras de diferentes componentes
electrénicos y opto-electrénicos.

Calcular la fiabilidad de circuitos integrados.
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Asignacién de horas ECTS

4,5 CREDITOS BOE: 112,5 horas de trabajo del alumno/cuatrimestre por asignatura

CM CT
HORAS Horas Horas
PRESENCIALES: Magistrales/cuatrimestre= Tutoradas/cuatrimestre =22,5
45 22,5
CM CT
Horas Magistrales/semana = Horas Tutoradas/semana = 1,5
15
AT Al
Actividades Actividades
HORAS NO . _ : . _
PRESENCIALES: Tutoradas/cuatrimestre = 30 Independientes/cuatrimestre =
37,5
67,5
AT Al
Actividades Actividades
Tutoradas/semana = 2 Independientes/semana = 2,5
Horas trabajo alumno/semana = 5 horas

Organizacion docente de la asignatura
Distribucion de la asignatura

CONTENIDO cM CcT AT Al
(horas) || (horas) | (horas) | (horas)
BLOQUE TEMATICO 1
INTRODUCCION A LOS MATERIALES SEMICONDUCTORES

1.1. Propiedades electrénicas de los materiales 1,00 0,5
1.2. Propiedades 6pticas de los materiales 0,5 0,5
2. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT)
2.1. Construccion y utilizacién del diagrama de Energia de banda 0,5 1,0 1,0
(eV) / Longitud de onda (Cm).
2.2. Resolucion problemas y ejercicios 0,5 0,5 1,0
2.3. Cuestiones cortas 05
2.4. Monografias sobre materiales semiconductores 05 05
3.- ACTIVIDADES DE EVALUACION.
3.1. Trabajos realizados en clase
3.2. Participacion en clases 05 0,5
3.3. Ejercicios cortos '
3.4. Monografia

BLOQUE TEMATICO 2

CIRCUITOS IMPRESOS
1.1. Técnicas de disefio 0,5
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1.2. Técnicas de realizacion 0,5 0,5

1.3. Ejercicios 0,5 0,5

2.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT)

2.1. Disefio de un circuito impreso 0,5 0,5 1,0

3.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT)

2.1. Précticas de simulacion de un circuito 0,5 0,5 0,5

4.- ACTIVIDADES DE EVALUACION.

4.1.Revisién de trabajos realizados 05 05

BLOQUE TEMATICO 3
CIRCUITOS INTEGRADOS HIBRIDOS DE CAPA GRUESA

1.1. Disefio de resistencias

1.2. Técnica de serigrafia 1,0 0,5

1.3. Ajuste de resistencia 1,0 0,5
1,0

2.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT)

2.1. Célculo de disefio de resistencia. 1,0 1,0 1,0

2.2. Ajuste de resistencia 0,5 1,0 1,0

2.3. Cuestiones cortas 0,5 10 | 10

3.- ACTIVIDADES DE EVALUACION.

3.1. Trabajos realizados en clase 0,5 0,5

3.2. Participacion en clases 05 0,5

3.3. Monografia '

BLOQUE TEMATICO 4
CIRCUITOS INTEGRADOS HIBRIDOS EN CAPA DELGADA

1.1. Técnicas de depdsitos en vacio 0,5

1.2. Evaporacion en vacio 1,0 0,5

1.3. Pulverizacién catédica 1,0 0,5

1.5. Depbsito por plasma 0,5

1.6. Pureza de depésitos 0,5

1.7. Ejemplos de circuitos integrados hibridos. 0,5

2. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT)

2.1. Proceso tecnolégicos de depdsitos de capas delgadas en vacio 0,5 1,0 1,0

2.2. Trabajos realizados en clase 1,0 1,0 2,0

2.3. Participacion en clases 15 1,0 1,0

2.4. Monografia 0.5 1,0 1,0

3.- ACTIVIDADES DE EVALUACION.

3.1. Trabajos realizados en clase 05 10

3.2. Participacion en clases ' '

3.3. Monografia 0,5 1,0
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BLOQUE TEMATICO 5
CIRCUITOS INTEGRADOS MONOLITICOS

1.1. Obtencién de los substratos semiconductores 0,5 1,0
1.2. Estructuras de componentes electrénicos 0,5
1.3. Crecimiento epitaxial 0,5
1.4. Técnica de fotolitografia 0,5
1.5. Oxidacion térmica 0,5
1.6. Difusion térmica 15 1,0
1.7. Implantacion iénica 0,5
1.8. Metalizacion 0,3
1.9. Ejemplo de fabricacién de un circuito integrado 1,0
1.10. Etapas finales. 0,2
2. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT)
2.1. Descripcion de la obtencion del silicio 0,5 1,0 0,5
2.2. Realizacion de estructuras de componentes electronicos 1,0 15 1,0
2.3. Utilizacién de 4bacos y familiarizacion con escalas 0,5 15 1,0
2.4. Modelos matematico de los procesos tecnolégicos 1,0 3,0 1,0
2.5. Célculos de oxidacién y dopado en el silicio 1,0 3,0 1,0
2.6. Proceso de fabricacion completa de un circuito integrado. 0,5 2,0 15
3.- ACTIVIDADES DE EVALUACION.
3.1. Trabajos realizados en clase 0,5 0,5
3.2. Participacion en clases 0,5 0,5
3.3. Monografia 0,5 1,0
BLOQUE TEMATICO 6
CARACTERIZACION DE COMPONENTES
1.1. Métodos de caracterizacion en electronica 1,0
1.2. Caracterizacion eléctrica 0,5
1.3. Caracterizacion optica 0,5 0,5
2. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT)
2.1. Célculo por el método de cuatro puntos 0,5 1,0 0,5
2.2. El efecto Hall 0,5 1,0 0,5
2.3. Reflectancia y transmitancia 6ptica 0,5 1,0 0,5
3.- ACTIVIDADES DE EVALUACION.
3.1. Trabajos realizados en clase 05 05
3.2. Participacion en clases ' ’
0,5
BLOQUE TEMATICO 7
CALIDAD Y FIABILIDAD DE CIRCUITOS INTEGRADOS 05
1.1. Modelos temporales 05
Modelo de Weibull 05 0,5
Modelo exponencial 05 0,2
Modelo de Gauss 05 0,3
Modelo de Galton 1,0
1.2. Modelos fisicos
2.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT)
2.1. Utilizacién de escalas lineales, logaritmicas y semi-logaritmicas 0,5 1,0 1,0
2.2. Construccion de dbaco de Weibull 0,5 1,5 0,5
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2.3. Construccién del dbaco de Gauss 0,5 1,5 0,5
3.- ACTIVIDADES DE EVALUACION.
3.1. Trabajos realizados en clase 0.5 0,5
3.2. Participacién en clases 0,5
BLOQUE TEMATICO 8
PERSPECTIVAS DE LA TECNOLOGIA MICROELECTRONICA
1.1. Tendencias de la tecnologia electréonica 1,0 0,5
2.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT)
2.1. Investigacion en materiales 0,5
2.2. Lectura de articulos cientificos 0,5 0,5 0,5
3.- ACTIVIDADES DE EVALUACION. 05
3.1. Monografias 0.5
2251225 |30 | 375
Métodos de evaluacion
CRITERIO DE EVALUACION %
Evaluacion Continua (Actividades de Aprendizaje)
Todas las actividades de aprendizaje seran tomadas en cuenta en la 70
evaluacion continua: Participacion en clases, trabajos dirigidos,
respuestas a preguntas cortas, monografias, lectura de articulos de
cultura cientifica, asistencia. Esta nota corresponde al 70% del total de
nota de evaluacion de la asignatura.
Examen Final
Habra un examen final que comprendera toda la materia explicada
durante el curso. 30
La nota de este examen corresponde al 30% de total de la nota de
evaluacion. Este constara de ejercicios y cuestiones.
TOTAL 100

Observaciones

Bibliografia

1. Tecnologia Microelectronica, Apuntes de Asignatura, Mauro Lomer, 2007

2. Hadbook of Semiconductor Technology, Vol. 1y 2, K.A. Jackson and W. Schroter, Wiley, New

York, 2000.
3. VLSI Technology”. Edited by SZE. McGRAW-HILL, 1990.

4. Nanoelectronics: Principles and Devices, Mircea Gradoman and Daniela Gragoman, Artech

House, 2006.
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